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背景 

 新材料の導入によるトランジスタのテクノ

ロジーブースターとして、グラフェンナノリボ

ン（GNR）を用いる試みがある。室温で

GNR-FET を動作させるためには、GNRの幅を

数 nmまで細くする必要があるが、幅の縮小に

ともない、GNR の端に存在する欠陥が FET 特

性に及ぼす影響が顕在化する。実際、GNR の

伝導特性は原子レベルの欠損が端にあるだけ

で多大な影響を受ける事が知られている[1][2]。 

 

シミュレーション方法 

 Fig.1に本研究で用いた FET構造のシミュレ

ーションモデルを示す。チャネル部分に用いた

GNR はアームチェア GNR（AGNR）で、その

幅は 2.21 nmであり、長さは 21.3 nmである。

端欠陥は AGNR 端の炭素ダイマーをランダム

に追加・欠損することでモデリングした。欠陥

濃度を変化させた際のドレイン電流（Id）のゲ

ート電圧（Vg）特性（Id-Vg特性）の変化の様子

を系統的に調べた。なお、本研究ではソース-

ドレイン電圧 Vsd=0.05Vに設定した。 

 

Fig. 1 Edge-disordered AGNR-FET 

 

本研究で我々は、非平衡グリーン関数法を用い

て、端欠陥を含んだ AGNR-FET のデバイス・

シミュレーションを行い、閾値電圧やオン電流

の特性のばらつきを系統的に調査した。[3]。 

 

結果 

 本研究では、端構造の欠陥率を 0~30%の間

で変化させて、Id-Vg特性を評価した（Fig. 2）。

欠陥率が 10%を超えると、Ion が急激に低下す

るとともに、ΔIon も急激に大きくなることが

明らかとなった。また、これに応じて閾値電圧

も急激にバラつきが大きくなることが明らか

となった。しかし、欠損率 30％のサンプルの

中には、欠損なしのものよりデバイス性能が高

いサンプルも発見された。本発表では、端欠陥

が GNR-FET に及ぼす影響について議論する。 

 

Fig. 2 Id-Vg curves of edge-disordered AGNR-FETs 
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